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一原子層のカーボンシートであるグラフェンの電子状態は、質量のないディラック電子

として、良く記述される[1]。しかし、グラフェンの端近傍では、エッジの形状や結晶軸の違い

によって、フェルミ準位近傍の電子状態は大きな影響を受ける[2]。特に、ジグザグ端が存在

すると、非結合性分子軌道の性質を有したエッジ局在状態が形成される。そのため、ナノス

ケールのグラフェン（ナノグラフェン）では、フェルミ準位近傍に状態密度の大きなピークが現

れ、端のないグラフェンとは大きく異なった電子状態が実現する。このため、ナノグラフェンの

磁気特性、電子輸送特性は、バルクの系とは違った特異な電子物性をもつ。 

本講演では、グラフェンの電子輸送特性、磁気特性などの電子物性における、エッジ

効果について、紹介する。特に、グラフェンナノリボンにおける完全伝導チャンネル機構[3]、

エッジ磁性におけるホールドーピング効果[4]、格子欠陥状態における特異なエッジ干渉効果

[5]について、紹介する。 

上記に加えて、グラフェンのプラズモンにおける遅延効果に関する最近の成果 [6]、グ

ラフェンドメイン境界での磁気発現機構[7]などについても紹介したい。 
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